
(D Germanium-pnp-Schalttransistor GSs m 
GS n2 

Der Transistor GS 111 ist ein Germaniumtransistor in der Bauform A 1 und 

10 mm Kappenhöhe. 
Dieses Bauelement ist ein mittelschneller Ge-pnp-Schalttransistor mittlerer 
Leistung. 

Statische Kennwerte (für 9 = 25 °C — 5 grd) 

Kollektorrestströme 

—le80 < 154uA (bei —Ugg 
—ICER < 300 A (bei —Ucg 
—lcso < 204A (bei —Ucg 
—IcBo < 15wA (bei —Ucg = 15V) 

Restspannung 

—UCE rest = 0,36 < 0,55 V (bei —Ic = 300 mA) 
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—UcCE sa =0,15<0,3 V (bei —Ic = 300 mA, —Ig = 9,4 mA) Abmessungen 

Gleichstromverstärkung (bei —Ucg = 0,5 V, —Ic = 300 mA) 
(impulsmäßig gemessen) 

Bu I 29— 55 
IL 45— 88 

In 72—143 — 
IV 117—231 
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Schaltzeitkonstante 

7i< 1,2us (bei —Ic = 200 mA, —Ucg = 0,5V) ] ' 
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Masse 0,7 g 
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Bestellbexelchnung 107 2 4 68107 : } 4 6 8103 € 4 6 8104 2 —Rae/Q 810° 
für einen Transistor: 

Transistor GS 111 Mittlere Kennlinien für 9, = 25 °C 
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